[image: image1.jpg]


[image: image2.wmf]Proposition de contrat d’apprentissage
       
 Rev.1.1  10Juin2009


Etude des interconnexions cuivre pour les technologies les plus avancées 

de la micro électronique.

Contact Tuteur Industriel : David Galpin - Metal R&D Technical Coordinator ; david.galpin@st.com
Environnement: 
Le contrat d’apprentissage se déroule au sein de la société STMicroelectronics sur le site de Crolles (Isère) Le candidat intègre le groupe de R&D technologique travaillant aujourd’hui sur les produits microélectroniques parmi les plus innovants. Les activités de notre groupe R&D se concentrent sur la  mise au point de procédés de fabrication d’interconnexions Cuivre à l’échelle nanométrique. Notre équipe travaille en collaboration avec les laboratoires scientifiques du bassin grenoblois et de nombreux partenaires industriels dans le monde. 

Contexte: 
L’obtention d’interconnexions métalliques à base de Cuivre pour les circuits intégrés est soumise à des difficultés croissantes venant de la réduction constante des géométries et du besoin accru de performances (électrique et fiabilité). Les technologies les plus avancées actuellement en cours de développement réduisent les dimensions des interconnexions métalliques à quelques dizaines de nanomètres. Les techniques utilisées à ce jour pour réaliser ces interconnexions nécessitent un développement permanent. Le remplissage des interconnexions en Cuivre est particulièrement sollicité dans cette course à la performance.

Sujet: 
L’objet de cette mission est le développement des procédés de dépôt Cuivre et de leurs barrières de diffusion associées. Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mise au point du 28nm, technologie la plus avancée. Les propriétés de remplissage des interconnexions sont caractérisées ainsi que son impact sur la fiabilité. Cette étude associe également l’intégration de recuit de recristallisation et son impact sur la migration et la formation de défauts.
Les techniques les plus avancées de dépôt par pulvérisation cathodique sont utilisées pour ce développement. Les expérimentations sont menées en partenariat avec le fournisseur d’équipement. 

Les moyens de caractérisation mis à disposition permettent de couvrir trois aspects complémentaires. L’analyse morphologique se réalise par imagerie électronique par transmission, inspection et revue systématique de défauts. L’étude matériaux cristallographique s’effectue au travers de caractérisation de texture et taille de grains. Et enfin, la caractérisation électrique de structures élémentaires permet notamment de réaliser des tests de fiabilité en électro-migration.
La mission dans cet environnement de recherche appliquée permet de couvrir les enjeux des nouvelles technologies microélectroniques et ses challenges de performance et qualité. 

Candidature: 
Le candidat a un niveau d’ingénieur et prépare une spécialisation DRT Matériaux et procédés. Il souhaite acquérir une expérience professionnelle enrichissante dans un environnement R&D motivant visant une application industrielle à moyen terme. Ayant des connaissances matériaux, il a une bonne compréhension de leur caractérisation. Une spécialisation dans les technologies du vide est appréciée ainsi qu’une connaissance en micro électronique et physique des semi-conducteurs. L’esprit d’initiative et les qualités de travail en équipe sont indispensables. Le dynamisme et l’autonomie sont nécessaires afin de mener à bien le projet. Les nombreuses collaborations avec nos partenaires américains requièrent une bonne maîtrise de l’Anglais. 
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